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本研究の目的は活性化エネルギーの小さな p 型、n 型ドーパントの探索である。発光デバイス













ったところ、アクセプターとしてⅢ族元素の水素化合物の BH3 が約 0.005eV、ドナーとしてⅤ族
元素の水素化合物の NH3、PH3 がそれぞれ約 0.06eV、約 0.07eV となり、c-Si における代表的な
ドーパントと比較しても小さな、もしくはそれに近い活性化エネルギーの値を示した。 
従って、アクセプターとして BH3 が、ドナーとして NH3、PH3 がポリシランのドーパントとし
て最も優れている可能性があるといえる。 
